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Síntesis por sol gel de Bi1-x (K 0.48Na0.52)x Fe1-x NbxO3

y efecto del solvente en sus propiedades
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Introducción
Los materiales multiferróicos (MMF) han despertado gran interés debido a
sus diversas aplicaciones como sensores, actuadores, entre otros.
Uno de los MMF más prometedor, el BiFeO3 (BFO) tiene propiedades
multiferróicas que son estables a altas temperaturas (<1103 K). Por otro
lado, es posible modificar las propiedades multiferróicas del BFO
dopándolo con distintos elementos en los sitios A y B , de este modo
puede “diseñarse” el material para aplicaciones específicas.

Objetivo
Obtener Bi1-x(K,Na)xFe1-xNbxO3

(BKNFNO) utilizando dos 
solventes distintos: 

etilenglicol (EG) e hidróxido 
de NH4(HA).
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Resumen: En el presente trabajo se sintetizaron cerámicas de Bi1-x(K,Na)xFe1-xNbxO3 (BKNFNO) con x=0.02 y 0.03 mediante sol gel utilizando 
distintos solventes : etilenglicol, y ácido cítrico. Los xerogeles se analizaron por TGA e IR; así mismo, se realizaron análisis por XRD,SEM-EDS y 

Raman de los polvos cerámicos. Por último, se analizaron las pastillas cerámicas mediante UV ,SEM-EDS e histéresis ferroeléctrica.
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 Baño térmico con agua
 65 ⁰C por 48h
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• Se obtuvieron polvos de BiFeO3 dopado con K, Na y Nb, libres de fase secundaria,
utilizando como solventes EG y EGH.

• El efecto del solvente en el tamaño de partícula indica que, a menor pH, el tamaño de
partícula en el polvo es mayor. Así mismo, la sinterización de los polvos mayor promovió
un crecimiento de grano notable en las muestras con EG y EGH.

• Las cerámicas que expresaron un mayor comportamiento ferroeléctrico consistieron en
aquellas con x=3 % utilizando como solventes EG y EGH.

• Para reducir la fase secundaria obtenida en las cerámicas, se recomienda el crecimiento
de una fase secundaria a priori, la cual pueda dar pie a la formación de BiFeO3 en el
proceso de sinterización.

Abreviaturas:
HA- hidróxido de amonio
EG-Etilenglicol
EGH-Etilenglicol +H2O
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